RESUME
        Les multiples applications du silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) dans la microélectronique se sont révélées depuis la découverte de la possibilité de le doper.Dans ce travail nous avons étudié les effets combinés de l'incorporation du bore et de  la pression de l'hydrogène sur les propriétés physicochimiques, optiques et électriques du a-Si:H. Le matériau étudié a été déposé en couches minces par la méthode  de pulvérisation DC magnétron, d'une cible de silicium sous plasma d'argon et d'hydrogène. Le dopage a été effectué in-situ par la co-pulvérisation de bore et de silicium.La confirmation de l'incorporation du bore dans le a-Si:H et la détermination de sa concentration, a été faite par la microanalyse SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry).  La mesure de l'absorption infrarouge a permis de suivre l'évolution des propriétés physicochimiques du matériau. Le changement des propriétés optiques a été suivi à travers l'évolution du coefficient d'absorption optique ? et la variation de l'indice de réfraction statique ns. L'étude de la conductivité électrique sous obscurité et sous lumière a permis de suivre l'évolution de son énergie d'activation Ea ainsi que sa sensibilité à la lumière. L'effet de la température de recuit Trecuit sur la conductivité électrique ?obs a aussi été étudié.    A travers les résultats obtenus nous avons pu voir que l'augmentation de la concentration du bore incorporé dans le matériau provoque une augmentation importante de sa conductivité électrique. Cette amélioration s'accompagne d'un accroissement du désordre structurel. L'activation du bore, donc l'augmentation de la conductivité, peut s'effectuer après la préparation du matériau par le recuit thermique. Ce qui a été montré par le suivi de l'évolution de la conductivité avec la température de recuit dans la gamme 200 °C - 450 °C. En effet, nous avons pu voir que l'activation du bore peut avoir lieu à des températures  de recuit comprises entre 200 °C et 350 °C, à travers la dissociation des liaisons pontées Si-H-B. L'hydrogène a donc montré un rôle négatif vis-à-vis du ''dopage'' nécessitant donc un recuit à des températures supérieures à 350 °C pour retrouver l'activation du bore.

